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@ Verfahren zur Herstellung von Lotpads und Bondpads auf Dunnschichthybridschaltungen 



Bei diesem Verfahren werden in einem Herstellungspro- 
zeS simultan sowohl die fur die Lotung von oberflachenmon- 
tierten Bauteilen optimalen Cu/Sn-Ldtpads als auch die fur 
AI-Drahtbonden optimalen Ni/Au-Bondpads produziert. 
Hierzu werden die zun Loten vorgesehenen Kupferschich- 
ten (5) zusatzlich mtt einer auf S:0 2 basierenden Glasschicht 
(6) bedampft. AnschlieSend wird die gesamte Schaltung mit 
einer Al 2 0 3 -Schicht (7) bedampft, mit einem fotosensitiven 
Poly imidlack oder einem Photolack (8) beschichtet, uber den 
Lotpads (13) und den Bondpads (12) bel'Chtet und entwik- 
Kett Nach Atzung der Al 2 0 3 -Scnicht (7) in den Paofenstern 
<ann die freigelegte Kupf erschicht (5) der Bondpads (12) 
nacn einer Aktivierjng durch eine Pd-Aktivatorlosunc che- 
misch vernickelt und vergoldet werden. Nach Atzung aer 
Glasschicht :6) von den Lotnads (13) wird die freigelegte 
Kupferschicht (5) der Lotpads (13) cnemisch vernickelt. 
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eingangs genannten Art anzugebcn. mit dem simu!tan 
scwohl die fur die Lotting vor. oberflachenmomierten 
Bauteiien optimalen Cu/Sn-Lotpads als auch cie "ur Al- 
Drahiboncen optimalen Ni Au-Bcndpads produzierbar 
s;nd. 

Die.se Aufgabe wird alternativ durch die irn An- 
spruch ■ und 2 gekennzeichneten Merkmaie gelost. 

Die mit der Erfindung erzielbaren Vorteiie bestenen 
insbesondere darin, daB fur die beiden Montagearten 
Loten und Bonden die jeweils geeignete Padschichtfol- 
ge auf em und demselben Substrat in einem Herstellpro- 
zeB realisiert wird, d. h. sowohl die gut bondbaren (je- 
doch schlecht lotbaren) Ni/Au-FIachen als auch die gut 
lotbaren (jedoch schlecht bondbaren) Cu/Sn-Flachen. 

Man kann durch den vorgeschlagenen ProzeB das 
Aufdampfen von Nickel vermeiden, da dieses Material 
am starksten zum "Abflittern" von den Masken neigt; 
dariiber hinaus spart man dadurch einen zusatziichen 
Platz in einer 4-Tiegei-EIektronenstrahlkanone (zumal 
diese fur AI, Cu, Aufdampfgas und AI2O3 schon verge- 
ben sind). Der zusatzliche Aufwand flir diesen simuitan- 
en ProzeB ist klein. Es wird keine zusatzliche Maske fiir 
die Glasabdeckung der Pads benotigt, da man diese 
Struktur zusammen mit den ohnehin benotigten Glas- 
schichten (Isolationsschichten von Kreuzungen und 
Kondensatoren) aufdampfen kann. Es ist lediglieh ein 
zusatzlicher Atzschritt zum Entfernen der Glasabdek- 
kung auf den Lotpads notwendig. Als chemische Ver- 
starkungsbader werden Ni + Au + Sn eingesetzt. 

Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in 
den Unteranspruchen gekennzeichnet 

Die Erfindung wird nachstehend anhand des in den 
Zeichnungen dargestellten Ausfiihrungsbeispiels erlau- 
tert. Es zeigt 

Fig. 1 bis 5 die einzelnen Schritte des Verfahrens zur 
simultanen Herstellung von Lotpads und Bondpads auf 
Dunnschichthybrldschaltungen. 

In den Fig. 1 bis 5 sind die einzelnen Schritte des 
Verfahrens zur simultanen Herstellung von Lotpads 
und Bondpads auf Dunnschichthybridschaltungen dar- 
gestellt. Aus der Fig. 1 ist zu erkennen, daB auf ein Sub- 
strat 1 (Kerarnik- oder Glassubstrat) ganzflachig eine 
Grundoxidschicht 2 aufgebracht ist. Dies erfolgt mittels 
Sputtern oder Aufdampfen (bekannt z. B. aus Hanke/ 
Fabian, Technologie elektronischer Baugruppen, VEB- 
Verlag Technik. Berlin. 3. Auflage 1975/1982, Seite 76 
bis 81). Als Material fur cie Grundoxidschicht 2 dient 
beispielsweise AI2O3. 

In additiver Dunnschichttechnik wird anschlieBend 
eine Aluminiumschicht 3 als Leiterbahnnetzwerk durch 
Masken aufgedampft. Dieses Leiterbahnnetzwerk mit 
einer Schichtdicke von ca. 1 u.m weist eine geringe 
Stromtragfahigkeit auf und dient z. B. zur Verbindung 
von in additiver Dunnschichttechnik hergestellten Kon- 
densatoren und oxidpassivierten Widerstanden, wobei 
auch Leiterbahnkreuzungen realisierbar sind. 

Danach erfolgt in einem weiteren Verfahrensschritt 
das Aufdampfen einer dunnen Haftschicht 4 (Cr oder 
N'iCr, typisch 0,02 jam) sowie einer Cu-Schicht (typisch 
0,5 urn) durch Masken auf alle Flachen, cie zum Loten 
und Bonden sowie zur Biidung eines Leiterbahnnetz- 
werkes aus Cu mit hoher Stromtragfahigkeit vorgese- 
hen sind. D;e Haftschicht 4/K.upferschicht 5 ist dabei 
durch teiiweise Cberlappung an die Aluminiumschicht 3 
angeschlossen. 

Hieran schlieBt sich e:r weiterer AufdampfprozeB 
iiber Masker: an, bei cem 'edigiich die zum Loten vorge- 
iehenen Flachen zusatziich mit einer auf SiO : basieren- 



den Glasschicht 6 bedamrjft screen ( Aufcampfglas- 
schicht). Die gesarr.te Scha ; :ung emschiieoiich a!>r Lo:- 
und Bond flachen wird oarauf im set ben Vakuum mi: 
einer AbO^-Schicht 7 (Oxidschicht) bedampft und somit 
5 gegen Oxidation und Korros:on geschu:z: (Passivie- 
rung). 

Nachfolgend wird die Schaitur.g an Luf: bei oeiiebi- 
ger Temperatur bis maximal 500" C getempert. Wegen 
cer aufgebrach-en AhOj-Schicht 7 -connen das darur- 

;o terliegenae Leiterbahnnetzwerk sowie die Lotpads und 
Bondpads bei hohen Temperaturen getcmpert werden, 
um die Haftung zu verbessern, ohne Oxiadation oder 
Korrision der Kupfersch cht 5 zu riskieren. Im Anschluii 
daran wird eine Photoiackschicht 8 auf die Schaltung 

15 aufgebracht, (Lackpassiv:erung). Die Photoiackschicht 8 
wird mittels Photcmaske sirnuitan uber den Bondpads 
und Lotpads belichtet und mittels einer darauffolgenden 
Entwickiung photolithographisch freigelegt. Es werden 
also in der Photoiackscnicht 8 an denjemgen Stellen 

20 Orfnungen erzeugt, an denen die darunterliegende 
ALOrSchicht 7 in einem spateren Verfahrensschritt 
entfernt werden soil. 

Nach der Entwickiung ergibt sich die in Fig. 2 gezeig- 
te Schaltungsstruktur. be; der die Photoiackschicht 8 mit 

25 Offnungen zur Biidung von Bond- und Lotpads verse- 
hen ist. 

Darauf wird die Photoiackschicht 8 bei Temperaturen 
um 220°C gehartet. AnschlieBend werden die Kupfcr- 
schicht 5 am Ort der Bondpads und die Glasschicht 6 am 

30 Ort der Lotpads 9 durch Atzung der Ab0 3 -Schicht 7 
freigelegt (Oxidatzung), so daB sich die in Fig. 3 darge- 
stellte Schaltungsstruktur ergibt. Die anorganische 
Schutzschicht, d h. die AbOa-Schicht 7 mit daruberlie- 
gender geharteter Photoiackschicht 8 dient als Passi- 

35 vierdoppeischicht, wobei die Kontaktflachen jeweils 
freigelegt sind. Durch die Passivierschichtfolge ist ein 
Schutz der Schaltung vor Oxidation, Korrosion, Was- 
serdampfdiffusion, mechamscher Beschadigung und 
chemischen Badern gewanrleistet. 

40 Danach wird die freigelegte Kupferschicht 5 der 
Bondpads nach einer Aktivierung durch eine Pd-Aktiva- 
torlosung chemisch vernickeit (Starke der Ni-Schicht 9 
mindestens L0 um) und abschlieBend chemisch vergob 
det (Starke der Au-Schicht 10 mindestens 0,1 p,m) t wie in 

45 Fig. 4 dargestellt, ohne daB die Lotpads unter der Glas- 
schicht 6 davon betroffen sind. 

Im AnschluB an die Ve-goldung wird die Glasschicht 
6 von den Lotpads abgeatzt, ohne daB die Bondpads 
angegriffen werden, da diese durch die Goldschicht 10 

50 geschutzt sind. Nachfolgend wird die freigelegte Kup- 
ferschicht 5 am Ort der Lotpads chemisch verzinnt 
(Starke der Zinnschicht It ungefahr 0.01 um). ohne daB 
die Bondpads wegen lhrcr Goldabdcckungen cavon be- 
troffen sind. Es ergibt sich die in Fig. 5 gezeigte Schal- 

55 tungsstruktur mi: den fernggestelken Bondpads 12 und 
Lotpads 13. 

Bei einer Variante des beschriebenen Verfahrens zur 
Hers:ellung Lotpads und 3ondpads wird eine fotcsensi- 
tive Polyimidlackschicht ansteiie einer Photoiackschicht 

-0 8 verwendet. Be: dieser Variante wird die fotcsensiti\ r e 
Polyimidlackschicht direk: nach dem Aufdampfen der 
AbOj-Schicht 7 aufgebracht. Nach Beiichtung und Ent- 
wickiung der Polyimidiac^ schicht folgt der Temperpro- 
zei< be: Temperaturen bis maximal 500" C. d. h. gleich- 

:5 zeitig mit der Temperung cer KuDferschicht 5 wire auch 
die Pol\im:d!ack;.cn;cht gehartet. Es en:fa;!t demnach 
vorteslhaft der ce; \erwenaung einer Photoiackschicht 
noiwencitre eiiier.e Hartun?sDrcze3 be; 220 : C. D;e sich 
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